( 4 ) 1.
下列何者為能量效率(的定義？
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( 3 ) 2.
燈泡兩端加1V的直流電壓，若流過燈泡的電流為1A，則燈泡每分鐘消耗的電能為
(1) 1W   (2) 1J   (3) 60J   (4) 60W
( 4 )3.
下列有關於電流通過導體所產生的熱量的敘述何者錯誤？
 (1) 與通過的電流成正比   (2) 與導體的電阻成反比   (3) 與通過的時間成反比   (4) 以上皆是
( 1 )4.
下列有關歐姆定律的敘述何者為非？
 (1) 相同電阻下，所加電壓愈大則電流愈小   (2) 相同電壓下，電阻愈大則電流愈小   (3) 欲保持相同電流，則增加電壓時亦需加大電阻   (4) 以上皆非

( 4 )5.
以下幾種金屬，何者的電阻係數最小？　 (1) 金   (2) 鐵   (3) 銅   (4) 銀
( 2 )6.
  製作高電阻器應選擇
  (1) 電阻係數小   (2) 電阻係數大   (3) 電阻溫度係數小   (4) 電阻溫度係數   

大  之材料
( 2 )7.
長度、截面積相等的兩條導線，在相同溫度下，電阻係數較大的導線，其電阻值
 (1) 較小   (2) 較大   (3) 相等   (4) 無法比較

( 2 )8.
均勻導線之截面積與其電阻值之關係為
 (1) 正比   (2) 反比   (3) 無關   (4) 以上皆非
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( 3 )9.
如圖[image: image5.png]


求10
[image: image6.wmf]W

電阻器之消耗功率為　 (1) 250 W (2) 750 W (3) 1000 W (4) 1250 W

( 2 )10.
如圖[image: image7.png]) f A
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所示，求E3 =？　 (1) 80V   (2) 100V   (3) 150V   (4) 200V
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( 1 )11.
如圖[image: image8.png]


所示，VCA =　 (1) -18   (2) -30   (3)18   (4)30  V
( 2 )12. 如上圖,電流Ι1 = (1) 4 A  (2) 6 A  (3) 8 A  (4) 10 A 
( 4 )13.
下列何者是組成電路的基本元件？　 (1) 電源   (2) 導線   (3) 負載   (4) 以上皆是

( 1 )14.
如圖[image: image9.png]S



所示，欲測量50k
[image: image10.wmf]W

兩端之電壓，若電壓表的靈敏度為1k
[image: image11.wmf]W

/V，且將電壓表置於DC50V檔，則電壓表讀數值應接近於多少？　 (1) 30V   (2) 60V   (3) 50V   (4) 100V
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( 3 ) 15.
如圖[image: image12.png]


Rab為　 (1) 5   (2) 8   (3) 10   (4) 13.3  
[image: image13.wmf]W


( 1 )16.  如圖[image: image14.png]


電路Vab = 60伏，S開關關閉（ON）時，安培計之電流為啟開（OFF）之幾倍？
 (1) 0.83   (2) 1   (3) 1.53   (4) 2.7
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( 3 )17.
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電路，電壓源等於多少伏特？　 (1) 25V   (2) 35V   (3) 45V   (4) 75V

( 1 )18.
如圖[image: image16.png]


中，當可變電阻箭頭由B移至A，安培計之指示將　 (1) 上升   (2) 下降   (3) 不變   (4) 以上皆非

( 3 )19.
如圖[image: image17.png]C\/) §R/2




中，將開關S關上後電壓表之讀值
 (1) 逐漸增加至 ½ E伏   (2) 逐漸增加至E伏   (3)維持不變  (4) 以上皆非
( 3 )20.
克希荷夫之電流定律說進入一節點之電流必　 (1) 大於   (2) 小於   (3) 等於流出此節點之電流   (4) 和流出節點電流無關
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( 1 )21.
圖[image: image18.png]


中AB兩端之電壓為　 (1) 0V   (2) 1V   (3) 2V   (4) 4V

( 4 )22.
圖[image: image19.png]18A
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電路中，電路Ix等於　 (1) 13A   (2) 12A   (3) 10A   (4) 8A

[image: image161.wmf]20.6m

1

´

 ( 1 )23.
如圖[image: image20.png]


所示，R之值為　 (1) 17.5   (2) 5   (3) 15   (4) 12  
[image: image21.wmf]W
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( 2 )24.
如圖[image: image22.png]


所示，E及I分別為
 (1) 60V、5A   (2) 80V、10A   (3) 80V、5A   (4) 50V、5A
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( 4 )25.
如圖[image: image23.png]


所示之電路，下列何者正確？　 (1) I1 = 3A   (2) I2 = 3A   (3) I1 = 0A   (4) I2 = 0A

[image: image164.wmf]0
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 ( 2 )26.
如圖[image: image24.png]


之直流電路，一迴路分析法所列出之方程式如下：a11I1 + a12I2 + a13I3 = 15、a21I1 + a22I2 + a23I3 = 10、a31I1 + a32I2 + a33I3 = 10則a11 + a22 + a33 =？　 (1) 51   (2) 21   (3) 31   (4) 41
[image: image165.wmf]J

( 3 )27.
如圖[image: image25.png]


所示這電橋電路，設R1 = 100
[image: image26.wmf]W

，R2 = 300
[image: image27.wmf]W

，R3 = 200
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，當電橋平衡時，則RX =？
 (1) 400
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   (2) 200
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   (3) 600
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   (4) 300
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( 2 )28.
圖[image: image33.png]12V
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中的電路，通過5
[image: image34.wmf]W

電阻器的電流大小為何？　 (1) 0.8A   (2) 1.2A   (3) 1.6A   (4) 2A
( 2 )29.
下列有關電路之敘述，何者為正確敘述？
 (1) 平面上任繪一圓圈，則流入該圓圈之電荷必比流出之電荷較少   (2) 理想電流源之流出電流為固定值與其端電壓無關   (3) 2A與3A之電流串聯，總電流為5A   (4) 5kΩ與10 kΩ並聯後其等效電阻值為15 kΩ 
( 3 )30.
圖[image: image35.png]


中，流經6V電壓源之電流I為　 (1) -5   (2)   (3) -7   (4)10  A

( 3 )31.
用節點電壓法分析電路，乃是依據:
 (1) 歐姆定律   (2) 焦耳定理   (3) 克希荷夫電流定律（KCL）   (4) 克希荷夫電壓定律（KVL）

 ( 2 )32.
如圖[image: image36.png]


所示為等效電路，則I之值為　 (1) 6A   (2) 8A   (3) 10A   (4) 12A
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( 1 )33.
如圖[image: image37.png]


所示電路，a、b兩端間的諾頓等效電阻與諾頓等效電流分別為
 (1) 6
[image: image38.wmf]W

、6A   (2) 4
[image: image39.wmf]W

、6A   (3) 6
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、4A   (4) 4
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、4A
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( 1 )34.
求圖[image: image42.png]


中RL兩端的諾頓等效電路
 (1) IN = 3A，RN = 4
[image: image43.wmf]W

   (2) IN = 2A，RN = 6
[image: image44.wmf]W

   (3) IN = 0.5A，RN = 12
[image: image45.wmf]W

   (4) IN = 1A，RN = 4
[image: image46.wmf]W


( 1 )35.
一平行板電容器接於一直流固定電源，所儲存之能量為0.1焦耳，若將兩極板距離減半，則所儲存之能量為
 (1) 0.2   (2) 0.05   (3) 0.1   (4) 0.4  焦耳

( 4 )36.
如圖[image: image47.png]E (fRFs/253)
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所示電場強度E的關係圖，下列敘述，何者正確？
 (1) A段斜率可表示電位差   (2) B段電位為零   (3) C段電位差為40伏特   (4) 以上皆非
( 3 )37.
若100V電壓施加於1
[image: image48.wmf]m

F的空氣介質電容器，若改用
[image: image49.wmf]e

r=8之玻璃介質，則電荷量約增為原來的幾倍？
 (1) 1倍   (2) 2倍   (3) 8倍   (4) 64倍

( 1 )38.
電場強度為0之平面表示
 (1) 該平面上之各點均為同電位，但電位不一定為0   (2) 平面上各點之電位不一定相等  (3) 平面上各點之電位均為0   (4) 以上三項均不對

( 1 )39.
帶有電荷之球導體，其球內的電位　 (1) 等於球表面之電位   (2) 小於球表面之電位  (3) 大於球表面之電位   (4) 等於0 
( 4 )40.
兩電容C1、C2串聯後，再並聯一電容C3，則總電容為
 (1) C1 + C2 + C3   (2) (C1C3 + C2C3)/(C1 + C2 + C3)   (3) (C1C2C3)/(C1 + C2 + C3)   (4) C3 + [(C1C2)/(C1 + C2)]
( 3 )41.
有大小不等之金屬球，各帶相等之負電荷，則下列敘述何者正確？
 (1) 半徑較大者，表面電場強度較大，電位亦較高   (2) 半徑較大者，表面電場強度較大，但電位較低   (3) 半徑較小者，表面電場強度較大，但電位較低   (4) 半徑較小者，表面電場強度較大，電位亦較高
( 1 )42.
電容C、電荷Q及電壓V三者關係為
 (1) V =
[image: image50.wmf]C
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   (2) Q =
[image: image51.wmf]C
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   (3) Q =
[image: image52.wmf]V
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  (4) V = CQ

( 3 )43.
變壓器之初級之圈數為10:1，初級線圈自感量為10mH，則次級線圈自感量為
 (1) 100mH   (2) 10mH   (3) 0.1mH   (4) 0.01mH

( 2 )44.
下列敘述何者正確？
 (1) 電力線自+Q至Q再自Q至+Q  (2) 磁力線自N極至S極再自S極回到N極形成一個磁迴路  (3) 當N極單獨存在時就不會產生磁力線   (4) 當+Q單獨存在時就不會產生電力線

( 1 )45.
如圖[image: image53.png]


所示，永久磁鐵向右移動靠近線圈時，線圈感應之電動勢為
 (1) A端高於B端   (2) B端高於A端   (3) A、B兩端電位相等   (4) 以上皆非
( 1 )46.
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式子中，負號的意義是
 (1) 感應電勢之方向乃在阻止磁通變化   (2) 感應電勢與磁通方向相反   (3) 該負號無意義   (4) 若磁通由小增大，則感應電勢是由大變小

( 3 )47.
某電感器之電感量為3亨利，若通過其上之電流如圖[image: image55.png]


所示，則在該期間內，電感兩端之感應電壓大小為
 (1) 2   (2) 4   (3) 6   (4) 8  伏特

( 3 )48.
兩平行導線載有同向電流會相互吸引，主要原因之一是兩導線內部間之磁力線
 (1) 同向相加乘   (2) 不作用   (3)互相抵消  (4) 無方向可言

( 1 )49.
一電儀表欲減低周圍磁場對其影響，以提高其精確度，可將其
 (1) 置於鐵盒內   (2) 置於木盒內   (3) 置於塑膠盒內   (4) 以上皆非
( 1 )50.
螺線管線圈之電感量和　 (1) 匝數平方成正比   (2) 匝數成正比   (3) 螺管長度成正比   (4) 螺管半徑成反比

( 4 )51.
貫穿線圈磁通成線性增加，則此線圈感應電壓為　 (1) 0   (2) 線性上升   (3) 線性下降   (4) 固定電壓

[image: image169.wmf]a

( 1 )52.
如圖[image: image56.png]


所示，穩態時S切至b，當t = 5ms時，電容器上的電壓VC已放電到接近多少伏特的電位?
 (1) 0V   (2) 4.4VV   (3) 12.8V   (4) 14V

[image: image170.wmf]b
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( 3 )53.
圖中[image: image57.png]


，S閉合瞬間電源電流為
 (1) 0.2A   (2) 0.3A   (3) 0.4A   (4) 0.5A

( 2 )54.
RC串聯電路中，R越大，則時間常數
 (1) 變小   (2) 變大   (3) 不變   (4) 與R無關

( 4 )55.
RL串聯電路接通直流電源後之暫態過程中
 (1) i增加，VR及VL皆增加   (2) i、VR及VL皆衰減   (3) i、VL增加VR衰減   (4) i及VR增加，VL衰減
[image: image171.wmf]50
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( 4 )56.
如圖[image: image58.png]


所示電路，當電路達穩態時，電容器上的電壓VC值為
 (1) 0V   (2) 12.5V   (3) 25V   (4) 50V

( 1 )57.
串聯電路充電完成後之電容器相當於
 (1) 開路狀態   (2) 斷路狀態   (3) 電阻器   (4) 電感器
( 3 )58.
如圖[image: image59.png]


所示電路，當t = 0時，開關S閉合，則電流I的波形為
 (1) [image: image60.png]~.




   (2) [image: image61.png]~.




   (3) [image: image62.png]~.




   (4) [image: image63.png]~.





( 4 )59.
一個RC串聯電路，設C = 0.5
[image: image64.wmf]m

F，欲使其在通電2秒完成充電(既5個時間常數)，須串聯電阻器為
 (1) 200   (2) 400   (3) 600   (4) 800  k
[image: image65.wmf]W


(4 )60.
正弦波電壓之平均值為  (1) 0   (2) 1  (3) 2/
[image: image66.wmf]p

 (4) 
[image: image67.wmf]p
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(1 )61.
目前家庭用電所採用110V交流電源，此電壓係指
 (1) 有效值   (2) 平均值  (3) 最大值   (4) 峰對峰值

( 3 )62.
下列有關一般110V、60Hz家用電的敘述，何者不正確？
 (1) 電壓峰值為155.6伏特   (2) 週期為
[image: image68.wmf]60

1

秒   (3) 電流有效值為
[image: image69.wmf]60

110

安培   (4) 電壓有效值為110伏特

( 1 )63.
波形因數愈接近1的波形，表示此波形愈接近
 (1) 正弦波   (2) 方波 (3) 三角波   (4) 鋸齒波

( 2 )64.
i(t) = 10 + 20sin(
[image: image70.wmf]w

t + 30() + 30sin(2
[image: image71.wmf]w

t + 60()，則i的平均值為
 (1)5.34A   (2) 10A   (3) 22A   (4) 23.45A
( 1 )65.
有一負載的端電壓v = 100sin(500t + 45()V，電流i= 10sin(500t + 45()A，則負載為
 (1) 10∠0(
[image: image72.wmf]W

   (2) 10
[image: image73.wmf]2

∠45(
[image: image74.wmf]W

   (3) 10∠45(
[image: image75.wmf]W

  (4) 10
[image: image76.wmf]2

∠0(
[image: image77.wmf]W


( 3 )66.
電源的頻率愈高時
 (1) 電阻愈大   (2) 電容抗愈大   (3) 電感抗愈大   (4) 電感抗愈小

( 3 )67.
如圖[image: image78.png]602
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所示，其導納為
 (1) 6 + j 8   (2) 6 j 8   (3) 0.06 j 0.08    (4) 0.06 + j 0.08
( 3 )68.
10
[image: image79.wmf]W

之XC與20
[image: image80.wmf]W

之XL並聯，其等效阻抗為
 (1) 10∠90(
[image: image81.wmf]W

   (2) 10∠90(
[image: image82.wmf]W

   (3) 20∠90(
[image: image83.wmf]W

   (4) 20∠90(
[image: image84.wmf]W


( 1 )69.
當v(t) = 100sin200t，加至電感L = 102亨利，則此電感器之感抗
 (1) 2   (2) 4   (3) 10   (4) 20  
[image: image85.wmf]W


( 2 )70.
整個交流電源串聯，則其總電壓為各個電壓之
 (1) 代數和   (2) 向量和   (3) 代數差   (4) 向量差
( 4 )71.
有一電感器XL = 26歐姆，接於e(t) = 208sin(106t)伏特，請問此電路電流的方程式為
 (1) 10sin(106t 
[image: image86.wmf]°

90

)   (2) 8sin(106t)   (3) 8sin(106t +
[image: image87.wmf]°

90

)   (4) 8 sin(106t 
[image: image88.wmf]°
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( 2 )72.
RC串聯電路中，線路阻抗為5
[image: image89.wmf]W

，電阻為3
[image: image90.wmf]W

，則電容抗為
 (1) 2
[image: image91.wmf]W

   (2)4
[image: image92.wmf]W

   (3) 5
[image: image93.wmf]W

   (4) 8
[image: image94.wmf]W


( 3 )73.
如圖[image: image95.png]110 £0°V
60Hz




所示，阻抗Zi由3歐姆電阻與4mH電感相串聯，如果要Zo得到最大功率輸出，則Zo的阻抗為多少歐姆？
 (1) 3 - j 3   (2) 3 j 3   (3) 3 - j 4   (4) 3 j 4

( 2 )74.
如圖[image: image96.png]100 £0°
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所示，當ZL為若干時，可獲得最大功率，且此功率為若干？
 (1) 500
[image: image97.wmf]W

 j 500
[image: image98.wmf]W

，5W   (2) 500
[image: image99.wmf]W

 - j 500
[image: image100.wmf]W

，5W   (3) 500
[image: image101.wmf]W

 j 500
[image: image102.wmf]W

，10W   (4) 500
[image: image103.wmf]W

 + j 500
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( 4 )75.
某一交流電路電壓v(t) = 100
[image: image105.wmf]2

sin(377t+30°)，電流i(t) = 20
[image: image106.wmf]2

cos(377t30°)，下列敘述何者錯誤？
 (1) 電路的視在功率S = 2000(VA)   (2) 電路呈電容性  (3) 信號頻率=60Hz   (4) v(t)相角領先i(t)相角60°

( 3)76.
在RLC串聯電路中，消耗功率者為
 (1) 電容器   (2) 電感器  (3) 電阻器   (4) 感應器

( 1 )77.
RLC串聯電路，若XL = XC時
 (1) 電壓與電流同相   (2) 電流超前電壓  (3) 電壓超前電流   (4) 電壓滯後電流

( 2 )78.
RLC並聯電路產生諧振時，下列何者錯誤？
 (1) BC =BL   (2) 導納為最大   (3) 電流為最小  (4) 
[image: image107.wmf]LC
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( 1 )79.
RLC串聯電路，若R值固定，則
[image: image108.wmf]C

L

比愈大，其選擇性愈
 (1) 佳 (2) 差   (3) 無關   (4) 視情況而定

( 1 )80.
串聯諧振電路在諧振頻率下，其阻抗具有
 (1) 極小值   (2) 極大值  (3) 純容抗性   (4) 純感抗性

( 1 )81.
並聯LC電路發生諧振時，下列何者正確？
 (1) 總導納為0   (2)  電路電流最大  (3) 總導納為無限大  (4) 以上皆非

( 2 )82.
如圖[image: image109.png]


為LC振盪器，請問如將電感值增加為原電感值2倍，電容值減少為原電容值
[image: image110.wmf]8

1

倍，則此時振盪器之振盪頻率變為原振盪頻率之幾倍？
 (1) 6倍   (2) 2倍   (3) 
[image: image111.wmf]2

1

倍   (4) 
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( 1 )83.
RLC串聯電路，電路在諧振時的品質因數Q為
 (1) 
[image: image113.wmf]R

fL

p

2

   (2) 
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  (3) 
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  (4) 
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( 3 )84.
如圖[image: image117.png]+ -
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所示電路，當電路發生諧振時，電路的電流為
 (1) 20 A   (2) 10 A    (3) 5A    (4) 2.5A
( 1 )85.
如圖[image: image118.png]120 £0°V




所示電路，A、B端點斷路時的戴維寧等效電路之
[image: image119.wmf]TH

E

及
[image: image120.wmf]TH

Z

分別為何？
 (1) 60∠0°V、5 + j 5
[image: image121.wmf]W

   (2) 60∠0°V、5 j5
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  (3) 30∠0°V、5 + j 5
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   (4) 60∠30°V、5 j 5
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[image: image172.wmf]CC
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(C )86. PN二極體，欲使達到順向偏壓，則應在  (A)P加正極，N加正極  (B)P加負極，N加正極  (C)P加正極，N加負極  (D)P加負極，N加負極。

[image: image173.wmf]i
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(C)87. 在P型半導體中，傳導電流的載子主要是  (A)電子  (B)離子  (C)電洞  (D)質子。

[image: image174.wmf]f
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(C )88. 利用歐姆表來測量二極體，無論測試棒如何接法，指針的指示值均為低值，表示該二極體的狀況是  (A)正常  (B)斷路  (C)短路  (D)無法判斷。

[image: image175.wmf]Þ


(D)89. 所謂理想二極體，下列敘述何者錯誤？  (A)順向時視為短路，逆向時視為開路  (B)順向電阻等於零，逆向電阻無限大  (C)無順向電壓降，無逆向電流  (D)順向電壓等於零，逆向電流無限大。

[image: image176.wmf]k
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(B)90. 將硼(B)元素摻進純矽晶體內，則成為  (A)N型  (B)P型  (C)I型  (D)J型  材料。

[image: image177.wmf]k
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(B)91. 下列敘述何者是錯誤的？  (A)二極體的逆向飽和電流隨著溫度的增加而增加  (B)在P型半導體中，電洞為少數載子，而自由電子為多數載子  (C)用三用電表可以量出電晶體是屬於NPN型或PNP型  (D)BJT電晶體是屬於雙極性元件而場效電晶體(FET)是屬於單極性元件  (E)外加逆向偏壓還未加到崩潰電壓之前，FET空乏區的寬度隨著外加逆向偏壓增加而加大。

[image: image178.wmf]i
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(C)92.下列對於場效電晶體(FET)的敘述何者是錯誤的？  (A)輸入阻抗相當高，所以閘極(Gate)與源極(Source)間可以說是開路(open)  (B)接面場效電晶體(JFET)不需外加電壓即已經有通道存在  (C)所有類型的金氧半場效電晶體(MOSFET)都需外加電壓才會有通道存在  (D)P通道的MOSFET，其基體(substrate)是使用N型材質  (E)是屬於電壓控制元件。

(C)93.在雙極性電晶體的共射極組態中，作用區常被用來放大信號，主要是因為在該區有何特性？  (A)IC與IB無關  (B)輸入阻抗極高  (C)電晶體輸出電流對輸入電流反應極為靈敏  (D)IC約等於ICBO。

(D)94. 關於電晶體三種基本放大電路組態的特性比較，下列何者是錯誤的？  (A)電流增益最大的是共基極(CB)  (B)電壓增益最小的是共集極(CC)  (C)功率增益最大的是共射極(CE)  (D)輸入阻抗最大的是共集極(CC)  (E)輸出阻抗最大的是共基極(CB)。
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(D)95. 
[image: image125.wmf]如右圖所示電路，假設
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(C)96. 下列有關雙極性電晶體三種基本放大器間比較之敘述何者不正確？  (A)共集極之輸入阻抗最高  (B)共射極之功率增益最高  (C)共基極之輸出阻抗最低  (D)共射極為反相放大。
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(C)97. 
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(A)98. 
[image: image129.wmf]如圖所示的電晶體電路，二極體之功用為
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(D)99. 
[image: image131.wmf]如圖所示電路及電晶體之特性曲線，假設電晶體

原來的工作點為
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(A)100. 
[image: image133.wmf]圖中的電路主要是作為何種用途
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(A)101. 如圖所示，為CE放大器，有關電壓增益AV=
[image: image135.wmf]o

i

V

V

，下列敘述何者正確？  
(A)RE1，電阻值變小，AV變大  (B)RC電阻值變大，AV變小  (C)將CE拔除，AV變大  (D)將CE拔除，AV不變。
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(A)102. 
[image: image137.wmf]如圖所示，有一電晶體電路，請問此電晶體工作於何區？
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(D)103. 下列何者不是變壓器耦合放大器的優點？  (A)提高功率轉移效率  (B)提供前後兩級之阻抗匹配  (C)提供直流隔離作用  (D)改善頻率響應。

(C)103. 假設CE、CC與CB分別為共射極、共集極與共基極放大器，下列疊接或串接中，何者適用於高頻電路？  (A)[image: image139.png]CE CC
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  (B)[image: image140.png]CE CE

I/P O/P



  (C)[image: image141.png]CE CB
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  (D)[image: image142.png]CC CC
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。

(C)105. 有一放大器之輸入電壓為20mV，輸出電壓為2V，則電壓增益為  (A)10 dB  (B)20 dB (C)40 dB  (D)80  dB
(C)106.下列對於達令頓(Darlington)電路特點的敘述，何者是錯誤的？  (A)電流增益非常高  (B)輸入阻抗非常高  (C)電壓增益非常高  (D)輸出阻抗很低 

(A)107. 下列有關達令頓(Darlington)電路的敘述何者錯誤？  (A)電流增益小於1  (B)輸入阻抗很高  (C)常用兩電晶體組成  (D)可用NPN及PNP電晶體混合組成。

[image: image183.wmf]4.7k4.7k
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(D)108. 所謂半功率點，是指電壓增益衰減到約中頻增益之  (A)0.5  (B)1  (C)1.414  (D)0.707 。


(C)109. 依操作點不同，放大器可分為A、B、C、AB類，下列敘述何者錯誤？  (A)依失真而言，C類最大  (B)依失真而言，A類最小  (C)依效率而言，A類最高  (D)B類推挽式放大器通常會有交叉失真。

(D)110. 下列有關電晶體功率放大器之敘述，試問何者錯誤？  (A)失真最小，效率最低的是A類放大器  (B)B類放大器將工作點定於轉換曲線的截止點上  (C)B類推挽式放大器需考慮交叉失真的問題  (D)A類放大器在靜態時不會消耗功率。


(B)111. 下列敘述何者是錯誤的？  (A)影響電晶體偏壓穩定性的參數中以電流增益
[image: image143.wmf]b

的影響因素最大  (B)穩定因數愈大時，電晶體的熱穩定性也愈好  (C)一放大器對不同頻率的訊號作不同倍數的放大所引起的失真現象稱為頻率失真  (D)放大器的頻率響應曲線圖中，當電壓增益是最大電壓增益的0.707倍時的頻率，稱為半功率頻率。

(D)112. 差動放大器中之RE電阻，在積體電路內，多以何種方式取代？  (A)定電感  (B)定電容  (C)定電壓源  (D)定電流源。

(D)113. 設計電晶體差動放大器時，射極共同點接一穩定電流源之主要目的是  (A)增加負回授量  (B)增加頻寬  (C)增加增益量  (D)提高CMRR。

(D)114. 下列哪一項不是理想運算放大器(ideal OP-AMP)之特點？  (A)輸入阻抗無限大  (B)輸出阻抗等於零  (C)電壓放大倍數無限大  (D)抵補電壓無限大。

(A)115. 差動放大器之CMRR定義為  (A)
[image: image144.wmf]d
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 (Ac：共模增益；Ad：差模增益)

(D)116. 
[image: image146.wmf]如圖所示，假定運算放大器為理想，求
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(D)117. 
[image: image148.wmf]如圖電路的功用為何？
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(D)118. 
[image: image150.wmf]如圖所示電路（假設為理想
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(C)119. 
[image: image152.wmf]如圖所示電路，輸出電壓
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(B)120. 
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_

V

1

R

C

V

0


R=10Ω  , V=100 V


P=V2/R=1000W





VCA =Vc-Va=6-24=-18


I1=V/R=18/3=6A





Rab=3+[(4+8)//(4+13)]


   ≒10 Ω





4=[20/(20+10)]xΙ


Ι=6A


V=ΙR=6 x [3+)20//10)]≒58V





Ix=18 x [(6//12)/ (5+6//12)] =8A





R=(100-5x7-15x2)/2 =17.5Ω





10:15:6=x:2:y  =>x=5 , y=3


Ι=2+5+3=10A , R=2+(10//5//6)+3=8


V=ΙR=80V





8I1-4I2=24 ….(1)


-4I1+6I2=-12 …(2)


解聯立 => I1=3A  I2=0A





21I1-10 I2-10 I3=15….(1)


-10I1+29 I2-10 I3=15…(2)


10I1+10 I2-29 I3=10…(3)


a11=21, a22=29, a33=-29


a11 + a22 + a33 =21





R1 *Rx=R2*R3  (Rx=600Ω





Ι=(12-6) / 5Ω =1.2 A





Rab =9// (12+2+4)=6Ω


Ιab=12/(12+6) =6A





RL=6//12=4Ω


ΙL=VL/ RL =[18*12/(12+6)]/4=3A





Vc=Vo*e(-t/τ) =24*e(-5/RC) ,τ=RC


e(-5/RC)≒0  =>  Vc=0





Ι=24V / 60Ω =0.4A








∵電路達穩態 ∴電容開路,電感短路


Vc=75*5/(10+5) =50V





Zth=(10//10)+j6-j11=5-j5Ω


Eth=120∠0°V *10/(10+10)=60∠0°V





順向偏壓：P加正極，N加負極。�逆向偏壓：P加負極，N加正極。





P型：主要載子電洞，副載子電子。N型：主要載子電子，副載子電洞。





指針的指示值均為低值：表示短路；均為高值：表示斷路；


一為高值，一為低值：表示正常。





順向電壓等於零，逆向電流等於零。





硼為三價元素，摻進純矽晶體內，則成為P型。





 P型半導體中，電洞為多數載子，而自由電子為少數載子。





∵VGS=0V且ID=IDSS(1－� EMBED Equation.3  ���)2  � EMBED Equation.3  ���IDSS=� EMBED Equation.3  ���=� EMBED Equation.3  ���=0.6mA  而gmo=� EMBED Equation.3  ���=� EMBED Equation.3  ���=1.2m� EMBED Equation.3  ���  gm=gmo(1－� EMBED Equation.3  ���)=1.2m×(1－� EMBED Equation.3  ���)=1.2m� EMBED Equation.3  ���  AV=� EMBED Equation.3  ���=－gm(RD//RL)=－1.2m×(5k//10k)=－4





共基極放大器(C.B.Amp)的輸出阻抗最高。





IE=� EMBED Equation.3  ���=� EMBED Equation.3  ���=0.93mA IC=� EMBED Equation.DSMT4  ���IE=� EMBED Equation.3  ���×IE=� EMBED Equation.3  ���×0.93m=0.912mA  


VC=VCC－ICRC=10－0.912m×5k=5.44V





(B)RC阻值變大時AV變大。


(C)(D)將CE拔除時，負回授變大，AV變小。





半功率點即截止頻率處，故電壓增益中頻增益之√2/2倍(即0.707倍)。





AI=(1+β1)(1+β2)>>1





A類放大器在靜態時VCE=� EMBED Equation.DSMT4  ���  IC≠0  故會消耗功率。





利用KCL可得：� EMBED Equation.3  ���+� EMBED Equation.3  ���=0� EMBED Equation.DSMT4  ���－� EMBED Equation.3  ���+� EMBED Equation.3  ���=0  ∴� EMBED Equation.3  ���=－� EMBED Equation.3  ���=－2





fL=� EMBED Equation.3  ���=� EMBED Equation.3  ���=159kHz  而fi=159kHz>>fL   => GV=0dB





Vo=Vz．� EMBED Equation.DSMT4  ���=6.2×� EMBED Equation.DSMT4  ���=12.4V
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如圖所示電路，輸出電壓Vo為  
(A)15V  
(B) 6.2V
(C)12.4V
(D)3.1V。
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如圖電路的功用為何？  (A) 作電壓振盪器使用(B)作精密整流器使用  (C)作信號比較器使用  (D) 作比例限制器使用。
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如圖所示的電晶體電路，二極體之功用為　
(A)溫度補償　
(B)半波整流　
(C)防止雜音　
(D)保護電晶體。
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如圖所示，有一電晶體電路，請問此電晶體工作於何區？  
(A)主動區  
(B)飽和區  
(C)截止區  
(D)順向崩潰區。
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圖中的電路主要是作為何種用途?  (A)定電流源  (B)多諧振盪器  (C)差動放大器  (D)反相器。
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如圖所示電路及電晶體之特性曲線，假設電晶體原來的工作點為Q點，則當RB電阻值變大時，其新的工作點應近似於哪一點？　(A)A  (B)B　(C)C　(D)D　點。
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如圖所示電路（假設為理想OP），當頻率為159kHz時，其電壓增益約為  (A)20dB  (B)17dB  (C)3dB  (D)0dB。
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